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I. Begriffsdefinitionen

1. Exliutern Sie kurz die folgenden Begriffe und geben Sie jeweils ein Beispiel
bei d) und e) an: (10 Punkte)

a) Hochleistungskeramik
b) Schlicker

¢) Elementarzelle

d) Polymorphie

e) Polytypie
) Intrinsische/Extrinsische Fehlstellen
g) Gefiige

II. Geschichte und Herstellung

1. Zur Gruppe der konventionellen Keramiken gehoren die feunerfesten Werkstoffe. Nennen
Sie drei typische Vertreter dieser Gruppe und geben Sie die dazugehdrige chemische

Zusammensetzang an. (6 Punkie)
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2, Ein wichtiges Verfahren zur Herstellung von Keramiken stellt das CVD-Verfahren dar.
Beschreiben Sie das CVD-Verfahren unter Zuhilfenahme von Reaktionsgleichungen.
Wo wird das Verfahren héufig eingesetzt? (5 Punkte)

3. Welche Stadien unterscheidet man beim Sintern und durch was zeichnen Sie sich aus?

Zeichnen Sie das dazugehdrige Diagramm. (7 Punkte)
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HI Kristallographie

1. Zeichnen Sie unter Beriicksichtipung der folgenden Parameter die vollstandige

Elementarzelle der Verbindung AB;, Um welchen Strukturtyp handelt es sich hier? (5 Punkte)

Verbindung AB;:

Kristallsystem: tetragonal

Raumgruppe: P4,/mmm

Gitterkonstante: a = 0.459 nm, ¢ = 0.296 nm
A:0,0,0; 05,0.5,05

B:0.3,03,0; 08,02,05;02,0.8,05;07,07,0
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III. Kristallographie

2. In welchen bekannten Strukturtypen kristallisieren die beiden Modifikationen des
Siliciumkarbids? Zeichnen und beschreiben Sie die beiden Strukturtypen mit Worten
(Koordinationszahlen, -polyeder, Packungsverhéltnisse...). (7 Punkie)

(Wenn Sie mdchten, kénnen Sie fiir die Zeichnung die gegebenen Vorlagen benutzen)
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IV, Gitterfehler und Geflige

1. Erkldren Sie am Beispiel Wiistit, wie es zu strukturellen Leerstellen kommen kann, die zur

Kristallstruktur gehdren. Stellen Sie die dazugehorige Fehlstellengleichung auf. (4 Punkte)

2. In kubischem ZrO, kénnen bis zu 20 mol % CaO gel6st werden, wodurch ein
Substitutionsmischkristall entsteht. Stellen Sie die enisprechende Fehlstellengleichung auf

und interpretieren Sie die Gleichung anhand einer Skizze. (4 Punkte)
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V. Thermochemie

1. Berechnen Sie mit Hilfe der folgenden Verbrennungsenthalpien (T =298 K, p = 1 atm) die
Bildungsenthalpie ATHyes von WO (6 Punkte)

(1) W(s) + Oa(g) > WO, (s) A58 = -560,7 kI/mol O,
(2) 3 WO(s) + Oy(g) > W304(s)  AfHeg = -550,2 kI/mol O,
(3) W30s(s) + % Oy(g) > 3 WOs(s) AlHpes = -278,3 kI/mol W30Os
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VI, Mechanische Figenschaften

1. Bei keramischen Materialien tritt sehr hiufig eine zeitabhéngige, irreversible plastische
Verformung bej konstanter Belastung auf, welches als ,,Kriechen™ bezeichnet. Was geschieht

. beim stationédren (sekundiren) Kriechen? Welche Mechanismen treten dabei auf? Diskutieren

Sie zwel Mechanismen etwas ausfiihrlicher. (7 Punkte)
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VII. Chemische Eigenschaften

1. Eine Precursorkeramik hat die Bruttozusammensetzung SizgCaaNoyBg und ist letztlich aus
BN, SizsNy, SiC und C aufgebaut. Was ldsst sich beim Frhitzen des Materials auf 1500 °C
bzw. auf 2000 °C in einer Stickstoffatmosphéire beobachten? 21,0 g dieser Keramik werden
Vollstéind_ig mit Sauerstoff oxidiert, Dabei erreichen Si, N und C die Oxidationszahl +IV, B
die Oxidationszahl +III. Wie viel Gramm Sauerstoff werden aufgenommen? Welche Masse

haben die bei Raumtemperatur festen Oxidationsprodukte? (9 Punkte)



